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我々はダイヤモンド表面に水素終端化を施し、高

温 ALD 法を用いてゲート絶縁膜及びパッシベーシ

ョン膜として堆積させ、Al2O3 によって誘起される

2DHG をチャネルとして利用した横型構造を持つ

2DHG ダイヤモンド MOSFET の作製を行い、

10K~673K での安定動作[1,2]や優れた絶縁破壊電圧特

性[3]を報告してきた。高いデバイス電流密度を実現

するには縦型構造が好ましいため、縦型構造デバイ

スの検討も行ってきた。しかしながら、トレンチ構

造を持つ縦型 2DHG ダイヤモンド MOSFET は大き

なオンセット電圧や低い電流密度などの課題が存

在する[4]。そのため本研究ではそれらの課題を解決

することを目的とし、縦型 2DHG ダイヤモンド

MOSFET の改良を試みた。 

図 1 に縦型 2DHG ダイヤモンド MOSFET の構造

を示す。ダイヤモンド(001) p+基板上に、基板リーク

抑制を目的とする N ドープ層を形成した。その後、

2DHG 層を縦方向に形成するため、トレンチを反応

性イオンエッチング法で形成し、基板上面の導電層

確保のためさらにアンドープ層を堆積した。ゲート

電極は基板上面に形成した。今回縦型ダイヤモンド

MESFET(Fig.1 より Al2O3を除いた構造)を作製し、基板窒素ドープ層及びトレンチ形成の改善を

行った。縦型ダイヤモンド MESFET の IDS-VDS特性を Fig.2に示す。以前報告した縦型ダイヤモ

ンドMOSFET[4]と比較してオン電流密度が 5倍程度向上（4から 20 mA/mm）した。縦型構造の

MOSFET の作製には、基板成長の最適化が重要である。 
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Fig.2 IDS-VDS characteristic of vertical type MESFET 

Fig.1 structure of vertical type 2DHG diamond MOSFET 
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